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Introducéo

Filmes, a base de silica, preparados pelo processo
sol-gel apresentam propriedades interessantes para
aplicacdo em optica’. Para melhorar as propriedades
que contribuem com o desempenho desses
dispositivos, muitos trabalhos na literatura tem
relatado a adicdo de 6xidos de titdnio, hafnio, zircénio
e tantalo?>. Com concentracdes adequadas desses
Oxidos em sistema a base de SiO, € possivel
controlar a estabilidade e durabilidade quimica, a
transparéncia e indice de refracdo. Este trabalho tem
como objetivo estudar o crescimento e densificacao
de filmes a base de O6xidos de silicio e tantalo,
preparados pela metodologia sol-gel, para utilizagdo
como guia de onda planar em dispositivos fotdnicos.
Para esta finalidade foi realizado estudo
espectroscopico vibracional de absor¢ao na regido do
infravermelho (FTIR) e reflectancia especular.

Resultados e Discussao

O filme a base de O6xidos de silicio e tantalo, foi
obtido a partr de um sol preparado com
tetraetilortosilicato (TEOS) e etoxido de tantalo, com
relacdo molar de 90:10 (Si:Ta). Inicialmente, ao
alcoxido de tantalo foi adicionado 2-isopropoxietanol e
etanol, e em seguida foi adicionada a uma solugdo
etandlica de TEOS. A solucao final foi submetida a
uma hidrélise acida parcial, com a adi¢do de solugéo
aquosa de HCI. A partir deste sol, realizou-se o
deposito de filmes sobre substrato de silicio por dip-
coating, até completar 30 camadas. A cada camada,
o filme foi tratado termicamente a 900 °C por 1 min e
em seguida foi realizada medida @& espessura por
reflectancia especular. Medida de FTIR foi efetuada a
cada 5 camadas depositadas, até atingir 30
depositos. No término da trigésima deposigéo, o filme
foi tratado termicamente a 900°C por 15 min e
novamente caracterizado por FTIR e medida de
espessura. Esse procedimento foi repetido até
completar 6 sequéncias de tratamentos e medidas
espectroscopicas. O filme apresentou excelente
gualidade o&ptica, com elevada homogeneidade e
superficie livre de trincas. Foi observada uma
evolucdo linear na espessura do filme em funcdo do
namero de depodsitos, com espessura final de
aproximadamente 735 nm. A andlise por FTIR a cada
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5 depésitos mostrou a evolugcdo do crescimento do
flme através do aparecimento de bandas
caracteristicas da SiO,, em 1072 cm™ atribuida ao
estiramento assimétrico da ligacao Si-O° no grupo
SiO, e também das bandas em 807 e 446 cm™
atribuidas ao estiramento dos grupos Si-O-Si e O-Si-
O, respectivamente. O espectro do filme apés 30
depésitos apresentou uma banda em 3418 cm' a
qgual é atribuida ao estiramento de grupos OH
remanescentes dos precursores e agua adsorvida. O
estudo por FTIR sobre o filme tratado a 900°C por 15
min evidenciou diminuicdo da banda localizada em
3418 cm™ ap6s 15 min indicando a eliminacdo de
precursores remanescentes e moléculas de agua, em
decorréncia do processo de densificacdo. O processo
de densificacdo foi acompanhado ainda pela
diminuicdo da espessura. Corroborando com os
dados de FTIR, nos primeiros 15 min ocorre uma
drastica reducdo da espessura, como mostra a
Figura 1.
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Figura 1. Es<, m fungdo do numero
de tratamentos térmicos de 900°C por 15 min.

Conclusdes

Através dos resultados analisados, observou-se que o
filme a base de silica foi obtido com sucesso. O filme
apresentou excelente qualidade 6ptica, com elevada
homogeneidade e superficie livre de trincas. Medidas
de FTIR e espessura do filme indicam que a
densificacdo do filme esta ocorrendo a partir de 60
minutos de tratamentos térmicos a 900 °C.
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